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１．概要（Summary） 

昨年度、カーボン膜中の含有水素量を RBS 測定で評

価するにあたり、カーボン膜上に Al蒸着することで、測定

中の水素脱離量を抑えることを確認できた。 

そこで、Si系蒸着膜中の含有水素量でも応用展開した

く、Al蒸着することによる効果を検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱（RBS）測定装置 

【実験方法】 

本検討では、成膜条件を変更した約 100nm厚みの Si

系蒸着膜、Si 系蒸着膜上への Al 蒸着有無で C 並びに

H量を測定した。サンプルはすべて Si ウエハーに成膜し

た。検証サンプル（サイズ；10mm角程度）として、 

(1) 高流量の加熱無しで成膜した Si系膜（Al蒸着無し） 

(2) 高流量の加熱無しで成膜した Si系膜（Al蒸着有り） 

(3) 低流量の加熱有りで成膜した Si系膜（Al蒸着無し） 

(4) 低流量の加熱有りで成膜した Si系膜（Al蒸着有り） 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サンプル(1)～(4)を ERDAで水素濃度を測定し、RBS

で Si 濃度を測定したデータを以下に示す（Table.1）。次

に Al蒸着有無でのH／Si相関を明示したデータを以下

に示す（Fig.1）。当該結果から、Al蒸着することで測定中

の水素脱離量を抑えることを確認できた。 

 

 

 

 

Fig.1 H／Si correlation diagram with and  

without Al deposition (on Silicon compound) 
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